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chemi cal of§f Bigemhd des Bildaufidsungsvermbgens des wichisteilen Propylenglykolalkylether basteht.

Photoresists — vorausgesetzt, es wird mit photoll- Sowohl das Acetat als auch der Ether enthalten
thagraphischen Verfahren gearbeitet — sthdht wer- bevorzugt (Ci bis Ca)-Alkylgruppen. Besonders
den. Obwoh! negativ-arbeitende Photoresists, bei bevorzugt besteht das Gemisch aus Propylengly-
denen die belichtsten Bereiche der Resistschichtim 65 kolmemylathsraoetat und Propylenglykoimethyl-
Entwickler unidslich sind und die unbelichteten Be- ether.
reiche vom Entwickler abgeldst werden, in der Aus US-A 4 550 089 ist ein positiv-arbeitendes
Halbleiterindustrie in groBem Umfang fir diesen - Photoresistgemisch bekannt, das Propylenglykolal-
Zweck verwendet werden, haben doch dle positiv- kyletheracetat enthéilt. Aus DE-A 3 421 160 Ist ein
arbeitenden Photoresists von threr Natur her eine 60  positiv-arbeitendes ~ Photoresistgemisch  bekannt,
héhere Bildaufldsung und werden als Ersatz fiir die das einen Mono-(C1 bis Cg)-alkylglykolether von
negativ-arbeltenden Resists eingesetzt. 1,2-Propandiol enthéit.

Die vorllegende Erfindung betrifft ein organi- - Der glelchzeitig mit dieser Paterrlanmeldung eln-
sches Losemittel zum Entschichten und Reinigen gerelchten EP-A G 220 645 st eiti positiv-arbe

von mit gehéirteten oder ungehérteten harzartigen 65 des lichtempfindliches Gemisch zu eninehmen, das :



known; but all these processes |eave sonething to be desired. In mechanical
stripping processes, ‘for ‘exanpl e by squeezing off, the filmbase surface is
darraged in 75 al most every case. The use of certain chem cal reagents °
or solvents also | eads to unsat i EP0221428Basul ts since 4he cured resins are
stripped off too slowy and/or inconpletely or the electrical properties of
the material are inpaired by residues which remain behind on the film 30
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~ sar, John Wiley & Sons, New York, 1965, Kapltel Verlaufen des Wulstes bewirkt und so eine gleich-
7.4, beschrieben. Diese !ichtanmﬁndlichen Verbin- miBige Dicke der Photoresistschicht Uber die ge-
dungen gehdren zur Gruppe der substifulerten licht- samte Waferfliche erreicht. Das erfindungsgemd-
empfindliichen  Naphthochinondiazide, wie sle 50 Be organische Ldsemiitel eignet sich auch gut als
_Oblicherwelse in positiv-arbeitenden Photoresietge- Verdiinner fiir das Photoresistgemisch. Zu diesem
mischen verwendet werden. Soiche Lichtempfind- Zweck wird die erfindungsgeméBe Lésung dem filis-
lichkeit verleihenden Verbindungen sind zum Bei- sigen Photoresisigemisch beigefigt, bis- dieses den
splel aus US-A 2 797 213, US-A 3 106 465, US-A 3 gewlinschten Fllissigkeltsgrad erreicht hat.
148 083, US-A 3 130 047, US-A 3201 329, US-A3 55 Nach dem Auftragen des Photoresisigemischs
785 825 und US-A 3 802 885 bekannt. Geeignate auf den Schichtirager wird das Ganze einer Vor-
lichtempfindliche Verbindungen sind zum Beisplel . tocknung bel etwa 20 bis 110°C unterwarfen. Diess
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lichtung verwendeten Vorlage ein Fehler enthalten . 5. Process for stripping and cleaning a film base
ist. Daher wird die gesamte Resistschicht durch Ein- provided with a photoresist with the ald of an organ-
tauchen des Wafers in ein Gemisch aus Propyleng- 55  Ic solvent, characterized in that a solvent ‘accord-
- lykolmethylether und Propylenglykoimethylether- Ingto Claims 1 1o 4 Is used as organic solvent.
acetat (Mischungsverhditnis 1:1) von der Wafer- . 8. Process for diluting a positive-working or neg-
schicht entfernt. Der SchichitrAger kann nach afive-working photoresist mixture such that an or-
dieser Behandiung flir eine emeute Beschichiung ganic solvent according to Claims 1 to 4 is used.
verwendet werden. 60
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resisigemisch beschichiet, bildweise belichtet und * alkyl ether acetate and’ propylene glycol alkyl ether
entwickelt. Es wird festgestellt, daB In der zur Be- . isabouti:.
lichtung verwendeten Vorlage ein Fehler enthalten 5. Process for stripping and cleaning a film base
ist. Daher wird die gesamte Resistschicht durch Ein- provided with a photoresist with the aid of an organ-
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appli‘ed to exposed or unexposed, i.e. cured or uncured, photoresist filns-
whi ch have been deposited on suitable film bases. 5 In the

: follomnng example the invention is explained in detail. This exanple is
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Organlra dsentevemﬂq eoM)rutpprMncylydo]ca:eanr ng fil mbases provided with cured
Wmmdmmﬂmwcpi 9d-demdki ng or negati ve-worki ng photoresi st
m xtur regi st mxtures, characterized in that
|t is ﬁmp %Q%Lr%%geﬁ%gﬁlﬁﬁ%pg 1§°Ito 10 parts. by wei ght of propyl ene:
coll'awb sﬂtahmrgeahaaawﬁsmbmwe 1 to 10 -parts by -wei ght :of pr opyl ene

QNL‘ZO' i;gtféo organique upysefyaft %8~ sol vent accor di ng “t'o’ daim1, '
char aclf”é 'ﬁ;:%
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char ac 33 in that the mxture is conposed of’ propyl €ené gl ycol rret hyl
‘ether acetate and propyl ene glycol netfyl ether. 4, Organi ¢ sol vent
according to aim1l, charac- terized in that. the mixing ratio of propylene
gl ycol al kyl ether acetate and propyl ene glycol alkyl ether is about 1:1.
5. Process for stripping and cleaning a filmbase, provided with a .
photoresist, with the aid of an organig sol vent, characterized in-that a.
sol vent according to Clains.1 to 4 is used as organic solvent. 6. -

Process for diluting a positive-working or negative-warking ‘. '
phot oresi st mxture such that an organi c sol vent accordl ng to dai ms 1 to 4
i s used. ' 40 AP
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